US 224 D/VL 224 D/

UL 224 D Statischer (1 k x 4) Bit CMOS RAM
so—{Aosram Bezeichnung der Anschliisse
g:::; AD bis A9 Adresseneingiinge
yo—A3 Dof— 1 WE Schreibsignal
o— A% e
;h A5 D—u Cs Sehaltkreisauswahl
?;::g i T DQO0 bis DQ3 Datenein- und
16o—48 B—n -ausgiinge

Al
805 | UCC Betriebsspannung
o
Ugg Masse

Eigenschaften AnschluBbelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 42233
- CMOS-Technologie, Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)
- Adressenzwischenspeicherung,
- Tristate-Ausginge.
- Der Ubersichtsschaltplan besteht aus folgenden Teilschaltungen:
* Speichermatrix mit 64 Zeilen und 64 Spalten,
* AdreBeingangsschaltung (AdreBlateh) fir 10 Adressen,
* Spaltendekoder mit 4 Schreib-Lese-Verstiirkern,
* Zeilendekoder,

* 4 bidirektionale Datenein-/-ausgiinge, Taktsteuerung. Ausgewiihlte Kennwerte
Kennwert e | MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 Vi
Schlafspannung UCCS 2 Y
Betriebstemperatur Ta US 224 D 20; 0 70 °c
UL 224 D 30

Ta VL 224 D 20 -25 85 4.4

CS -Zugriffszeit topy| US 224 D 20; 200 ns
VL 224 D 20

tCLDV UL 224 D 30 300 ns

Stromaufnahme ICC US 224 D 20; 3 mA
VL 224 D 20

ICC UL 224 D 30 6 mA

Schlafstromaufnahme ICCR US 224 D 20 5 pA

ICCR VL 224 D 20; 50 HA
UL 224 D 30
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